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Abstract. Samples of silicon nanowires obtained by metal-induced chemical etching, are examined. Micro-

photoes are studied by scanning electron microscopy. Gas sensitive electrical properties of silicon nanowires are 
experimentally shown. It is found that in a few seconds sample reacts maximally to the organic gases. Frequency 
dispersion of the conductivity of silicon nanowires allows to determine the polar and nonpolar organic gases. Also 
silicon nanowires can be used as a humidity sensor. 
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ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
НАНОНИТЕЙ КРЕМНИЯ 

 
З. Ж. Жанабаев, Е. Сагидолда, М. К. Ибраимов  
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Ключевые слова: нанонити кремния, металл-индуцированное химическое травление, частотная дис-

персия, органические газы. 
Аннотация. Исследованы образцы нанонитей кремния, полученные методом металл-индуцированного 

химического травления. Изучены микрофотографии с помощью сканирующей электронной микроскопии. 
Экспериментально показаны газочувствительные электрические свойства нанонитей кремния. Установлено, 
что за несколько секунд после подачи органического газа образец реагирует максимально. Частотная дис-
персия проводимости нанонитей кремния позволяет определять полярные и неполярные органические газы. 
Также нанонити кремния могут использоваться в качестве датчика влажности. 

 
Известно, что электрическое сопротивление наноструктурированного полупроводника ме-

няется при адсорбции газов и сильно зависит от при поверхностной области используемого 
материала [1, 2]. От обычных электронных датчиков наноструктурированные сенсоры отличаются 
использованием в качестве чувствительных элементов наночастиц или веществ на их основе [3-6]. 
Целью данной работы является исследование сенсорных электрических свойств кремниевых 
нанонитей (КНН), полученные методом металл-индуцированного химического травления (МИХТ). 
В работе исследовалось влияние паров этанола, метанола, хлороформа, ацетонитрила и толуола на 
поверхность КНН. 

Экспериментальные результаты. Обычно получают КНН, как и другие наноматериалы, 
двумя основными способами, которые включают в себя методы «сверху вниз» и «снизу вверх». 
Наиболее недорогостоящим и простым вариантом получения КНН является метод МИХТ (рису-
нок 1).  
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Рисунок 3 – Временное изменение  
силы тока через нанонитей кремния  
при воздействии органических газов 

 
Рисунок 4 – Частотная дисперсия  
проводимости нанонитей кремния 

 
По частотной дисперсии проводимости (измеренной в миллиСименсах) кривые для различных 

газов тоже заметно отличаются между собой (рисунок 4). При этом кривые разделились на две 
группы, что соответствует к разной полярности данных органических газов. Электрическая 
проводимость нанонитей при наличии неполярных газов толуола, хлороформа при комнатном 
влажном воздухе меняется более резко с повышением частоты поданного переменного 
напряжения. 
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КРЕМНИЙ НАНОЖІПШЕЛЕРІНІҢ ГАЗ СЕЗГІШТІК ЭЛЕКТРЛІК ҚАСИЕТТЕРІ 
 

З. Ж. Жанабаев, Е. Сагидолда, М. К. Ибраимов  
 

Тірек сөздер: кремний наножіпшелері, металл-индуцияланған химиялық еріту əдісі, жиіліктік диспер-
сия, органикалық газдар. 

Аннотация. Металл-индуцияланған химиялық еріту əдісімен алынған кремний наножіпшелері зерт-
телді. Сканерлеуші электронды микроскоп арқылы үлгілердің морфологиясы алынды. Эксперименттік түрде 
кремний наножіпшелердің газдарға сезімталдығы көрсетілді. Үлгіге органикалық газ берілген уақыттан бір-
неше секунд ішінде əсер ететіні анықталды. Кремний наножіпшелері өткізгіштігінің жиіліктік дисперсиясы 
полярлы жəне полярсыз органикалық газдарды анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар кремний нано-
жіпшелері дымқылды сезгіш құрал ретінде жұмыс істей алады.  

  
Поступила 27.01.2015 г. 
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